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１．研究実施の概要 

当グループは、シリコン半導体並みの高品質な原子レベルで平坦なダイヤモンド薄膜の合成に

世界に先駆けで成功するとともに、この膜においてダイヤモンド特有な高密度（1018/㎝ 3 オーダー）

の自由励起子による強い紫外線発光の非線形光学効果を見出している。この励起子の高密度状

態は、系の体積を一辺がナノスケールオーダーのナノスペースにすると、１～106 個程度の励起子

の存在によって実現される。現在、ダイヤモンドの微細加工技術はシリコン並みのレベルになって

おり、この技術を駆使して、ナノスケールのダイヤモンド pn 接合や pin 構造の素子を製作すれば、

上述の非線形効果を利用した低電圧・低電流で動作する紫外線発光素子やセンサー素子が実現

できる。平成１３年度は、研究実施体制の各研究項目の実施に必要な実験装置の整備に力を注

いだ。この中で、既設の超高真空高励起カソードルミネッセンス装置に本プロジェクトで新しく導入

した紫外線検出器を付加し、励起子発光の非線形効果が再確認できたのが大きな成果である。平

成１４年度には、新しく導入した実験装置の立ち上げを含め本格的研究に入る。特に、実験室レベ

ルで B-doped ダイヤモンド薄膜をベースにした電荷注入法による紫外線発光の確認をとる予定で、

２～３年後には pn 接合による非線形効果を利用した基本的な発光素子の製作を行う予定である。 
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②  研究項目 

原子レベルで平坦な表面をもつ高品質ダイヤモンド薄膜合成 

pn 制御技術 

デバイス化のためのナノテクノロジーとその評価 
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